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はじめに ネットワークのルータやデータセン

ターにおける高速な光インターコネクションと

して低消費電力、高速な光スイッチが求められる

[1]。そこで、今回ファンドリーで作製した Si マ

ッハツェンダ型光スイッチの特性評価を行った

ので報告する。 

素子概要 測定した素子全体の表面写真を図１

に示す。移相導波路のシングルモード条件とキャ

リア注入を実現するため、導波路幅 400nm、導波

路厚 220nm、メサ高さ 150nm のミドルメサ構造

を採用している。また、3dB カプラとして方向性

結合器(DC)を用いている[2]。特性比較のために

導波路幅 1000nmの素子の評価も行った。 

素子特性 図 2 に素子の静特性を示す。偏光依存

性は少なからずあるものの、14~15mA でスイッ

チングし、クロストークは TE、TM ともに-20dB

程度の特性を得た。オフ時に出力オフセットの傾

向が見られるが、低電流注入時に出力があまり変

化しない電流オフセット領域も見られる。図 3は

電流パルスに対するスイッチング動特性を示し

たものである。立ち上がり時間、立ち下がり時間

は各々、6.2ns 及び 4.5nsであり、高速なスイッチ

ング得られたと言える。電流オフセット及び応答

時間は導波路幅 1000nmにおいていずれも大きか

った。 
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図 1. 2×2マッハツェンダ型光スイッチ全体の表面写真 

 

 

図 2.  スイッチング静特性 

 

 

図 3.  スイッチング動特性 (光信号) 
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